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(57)【要約】
【課題】半導体製造などに用いられるレジストパターン
やフォトマスクの遮光膜パターンなどの微細パターンと
パターンが形成された下地の基板との密着性の評価にお
いて、たとえ微細パターンの残渣が基板上に残ったとし
ても、定量的にパターンの密着性を容易に測定すること
ができるパターンの密着性評価方法を提供する。
【解決手段】走査型プローブ顕微鏡のカンチレバーに設
けられた探針を基板表面から離して非接触で走査し、前
記基板表面に形成されたパターンの側面と前記探針とを
接触させ、前記探針の水平方向の力でパターンを基板か
ら剥離して密着性を計測するパターンの密着性評価方法
において、前記パターンを基板から剥離した後、該剥離
したパターンを前記探針で基板上の所定の距離をスライ
ドさせ、前記スライド時における前記カンチレバーの変
位から前記パターンの密着性を評価することを特徴とす
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査型プローブ顕微鏡のカンチレバーに設けられた探針を基板表面から離して非接触で
走査し、前記基板表面に形成されたパターンの側面と前記探針とを接触させ、前記探針の
水平方向の力でパターンを基板から剥離して密着性を計測するパターンの密着性評価方法
において、
　前記パターンを基板から剥離した後、該剥離したパターンを前記探針で基板上の所定の
距離をスライドさせ、前記スライド時における前記カンチレバーの変位から前記パターン
の密着性を評価することを特徴とするパターンの密着性評価方法。
【請求項２】
　前記スライド時における前記カンチレバーの変位から前記基板と前記パターンとの間に
働く摩擦力を計測して前記パターンの密着性を評価することを特徴とする請求項１に記載
のパターンの密着性評価方法。
【請求項３】
　前記カンチレバーの変位が、ねじれ変位および／またはたわみ変位であることを特徴と
する請求項１または請求項２に記載のパターンの密着性評価方法。
【請求項４】
　前記走査型プローブ顕微鏡が、原子間力顕微鏡であることを特徴とする請求項１～請求
項３のいずれか１項に記載のパターンの密着性評価方法。
【請求項５】
　前記パターンが、レジストのドットパターンあるいはラインパターンであることを特徴
とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のパターンの密着性評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体やフォトマスクの製造に用いられる微細なレジストパターンやフォト
マスクの遮光膜パターンなどの数１０ｎｍ～数１００ｎｍ幅の微細なパターンと、それら
のパターンを設けた基板との密着性を定量的に測定するパターンの密着性評価方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ハーフピッチ６５ｎｍから４５ｎｍへと進展する半導体素子の高集積化・超微細化を実
現するために、フォトリソグラフィにおいては、露光装置での高解像技術として、投影レ
ンズの開口数を高くした高ＮＡ化技術、投影レンズと露光対象の間に高屈折率媒体を介在
させて露光を行なう液浸露光技術、変形照明搭載露光技術などの開発が急速に進められて
おり、半導体やその製造に用いるフォトマスクにおいては、レジストや薄膜のますます微
細なパターンが求められている。高品質の半導体やフォトマスクを得るために、これらの
微細パターンは、そのパターンを形成する基板への密着性が重要となり、定量的で直接的
な微細パターンの密着性の評価方法が必要とされている。
【０００３】
　従来、半導体基板やフォトマスク基板上に設けられたレジストパターンや薄膜パターン
の基板への密着性評価方法としては、一般的には、クロスカット法やスクラッチ法が知ら
れているが、これらの方法はミクロンメータ以下の微細パターンの密着性を評価するには
適していない。
【０００４】
　微細パターンの密着性に関連して、カンチレバーと称する片持ち梁の一端に探針を設け
たプローブを有する原子間力顕微鏡（Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ
：以後、ＡＦＭと記す）を用い、プローブに一定の荷重をかけて、試料表面を探針で走査
して試料欠陥部をスクラッチにより除去する方法が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。近年では、ＡＦＭのプローブ探針を基板面から離して非接触で走査し、基板上の
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レジストのパターンの側面と探針とを接触させ、探針の水平方向の力（水平荷重）でレジ
ストを剥離し、密着性を調べるＤＰＡＴ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｐｅｅｌｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ
　ｗｉｔｈ　Ａｔｏｍｉｃ　ｆｏｒｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ　Ｔｉｐ）法と称される
密着性評価方法が提案されている（非特許文献１、非特許文献２参照）。図６は、上記の
ＤＰＡＴ法の説明図であり、図６（ａ）に示すように、基板６１上にレジストパターン６
２を形成し、カンチレバー６３の探針６４で水平方向の力を加えることにより、図６（ｂ
）に示すように、レジストパターン６２を基板から剥離して剥離荷重を求め、パターンの
密着性を評価する方法である。
【特許文献１】特開平６－１４８８７０号公報
【非特許文献１】Ａ．Ｋａｗａｉ，ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，５７－５８（２００１）６８３－６９２
【非特許文献２】Ａ．Ｋａｗａｉ，ｅｔ　ａｌ．，Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，８３（２００６）６５９－６６２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の非特許文献１、非特許文献２に記載されたＤＡＰＴ法は、探針でレジス
トに水平方向の力を加えたときに、レジストと基板との界面でうまくレジストが剥離する
とは限らず、探針によりレジストパターンがせん断されたり、あるいはレジストの種類に
より、特にポジ型レジストを用いた場合などでは、しばしば剥離後に基板上にレジスト残
渣が残ってしまうという問題があった。
【０００６】
　図７は、本発明者による上記のＤＡＰＴ法を用いたときのテスト結果で、基板上のレジ
ストのドットパターンのＡＦＭ写真像（平面図）であり、図７（ａ）は剥離前で図の下方
から上方が探針の走査方向であり、図７（ｂ）は剥離後を示す。図７（ｂ）の円形破線内
に示されるように、探針走査後にレジストは剥離しているがレジスト残渣が残っている。
上記のようにレジスト残渣が残る系において、レジストの密着性を議論する際には、非特
許文献２に示されるように、非常に複雑な解析が必要となり、到底製造現場では用いるこ
とが困難であり、実用上の問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものである。すなわち、本発明の目
的は、半導体製造などに用いられるレジストパターンやフォトマスクの遮光膜パターンな
どの微細パターンとパターンが形成された下地の基板との密着性の評価において、たとえ
微細パターンの残渣が基板上に残ったとしても、定量的にパターンの密着性を容易に測定
することができるパターンの密着性評価方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明に係るパターンの密着性評価方法は、走
査型プローブ顕微鏡のカンチレバーに設けられた探針を基板表面から離して非接触で走査
し、前記基板表面に形成されたパターンの側面と前記探針とを接触させ、前記探針の水平
方向の力でパターンを基板から剥離して密着性を計測するパターンの密着性評価方法にお
いて、前記パターンを基板から剥離した後、該剥離したパターンを前記探針で基板上の所
定の距離をスライドさせ、前記スライド時における前記カンチレバーの変位から前記パタ
ーンの密着性を評価することを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項２の発明に係るパターンの密着性評価方法は、請求項１に記載のパターンの密着
性評価方法において、前記スライド時における前記カンチレバーの変位から前記基板と前
記パターンとの間に働く摩擦力を計測して前記パターンの密着性を評価することを特徴と
するものである。
【００１０】
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　請求項３の発明に係るパターンの密着性評価方法は、請求項１または請求項２に記載の
パターンの密着性評価方法において、前記カンチレバーの変位が、ねじれ変位および／ま
たはたわみ変位であることを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項４の発明に係るパターンの密着性評価方法は、請求項１～請求項３のいずれか１
項に記載のパターンの密着性評価方法において、前記走査型プローブ顕微鏡が、原子間力
顕微鏡であることを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項５の発明に係るパターンの密着性評価方法は、請求項１～請求項４のいずれか１
項に記載のパターンの密着性評価方法において、前記パターンが、レジストのドットパタ
ーンあるいはラインパターンであることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のパターンの密着性評価方法は、剥離したパターンを基板上スライドさせ、スラ
イド時におけるカンチレバーの変位からパターンと基板との密着性を評価するものであり
、従来技術のように、パターンの残渣が残ってしまうような系においても、スライドさせ
るパターンのサイズさえわかれば、定量的な比較を行うことが可能である。本発明のパタ
ーンの密着性評価方法によれば、レジストパターンなどの微細パターンの基板への密着性
が定量的に容易に計測できるようになり、パターン形成やパターン形成前の洗浄などのプ
ロセス条件を改善して製造条件を最適化することが簡便にできるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面に基づいて、本発明の実施形態に係る微細なパターンの密着性評価方法につ
いて説明する。
【００１５】
　本発明のパターンの密着性評価方法は、走査型プローブ顕微鏡（不図示。Scanning Pro
be Microscope；以下、ＳＰＭとも記す）によって測定される。走査型プローブ顕微鏡は
、片持ち梁の自由端に探針を設けたカンチレバーと称するプローブで試料表面を走査し、
試料表面のパターンの寸法や形状を計測する顕微鏡が用いられ、最も利用度の高いＡＦＭ
がより好ましいが、例えば、走査型トンネル顕微鏡（Scanning Tunneling Microscope；
ＳＴＭ）などのカンチレバータイプの走査型プローブ顕微鏡として総称されている他のＳ
ＰＭでも用いることが可能である。
【００１６】
　図１は、本発明のパターンの密着性評価方法を説明する模式図である。図１（ａ）に示
すように、走査型プローブ顕微鏡のカンチレバー１３に設けられた探針１４を基板表面か
ら離して基板に非接触でカンチレバーの長手軸に対して直交する方向に走査し、次いで図
１（ｂ）に示すように、基板１１表面に形成されたパターン１２の側面と探針１４とを接
触させ、走査する探針１４の水平方向の力でパターン１２を基板から剥離する。次に、図
１（ｃ）に示すように、剥離したパターン１２を探針１４で基板１１上を所定の距離まで
スライドさせる。カンチレバー１３は、探針１４がパターン１２に近接し接触することに
より、カンチレバー１３の自由端が変位する。
　本発明のパターンの密着性評価方法は、パターン１２が基板１１から剥離後、上記のス
ライド時に生じるカンチレバー１３の変位からパターンの密着性を評価するものである。
【００１７】
　カンチレバーの変位の検出方法としては、光学的に検出する方法と直接電気的に検出す
る方法とが挙げられる。光学的に検出する方法は、カンチレバーの変位を光路の変化とし
て検出する光てこ方式や光波干渉を用いた方法があり、直接検出する方法としては自己検
知方式が挙げられ、いずれの方法も用いることができるが、これら変位検出方法のうち、
走査型プローブ顕微鏡においては光てこ方式が特に有効で実用されており、より好ましい
。以下に光てこ方式による変位検出方法について説明する。
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【００１８】
　光てこ方式を用いた走査型プローブ顕微鏡によるカンチレバーの変位検出方法は、測定
試料のパターン側面とカンチレバーとの間に働く力を、カンチレバーの微小なバネで変位
に変え、この変位を４分割の光検出器で光学的に検出する。精度よく検出するためには、
バネの変位量が一定になるように検出系に用いているピエゾ素子をフィードバック制御す
ればよく、この制御信号が変位の信号となる。本発明において、カンチレバーの変位の信
号としては、４分割された光検出器の左右領域に入る光量に対応する信号の差分であるカ
ンチレバーの横方向の変位（ねじれ変位を検出）に対応した信号（ＦＦＭ信号と称する）
と、光検出器の上下領域に入る光量に対応する信号の差分であるカンチレバーの上下方向
の変位（たわみ変位を検出）に対応した信号（ＤＩＦ信号と称する）とが用いられる。
【００１９】
　次に、カンチレバーの変位と基板とパターンとの間に働く摩擦力との関係について、ね
じれ変位の場合を例に説明する。
　ＦＦＭ信号とカンチレバーの微小な変位との間には下記の数式（１）の関係があること
が知られている。
ＦＦＭ（ｍＶ）＝ＳFFM（ｍＶ／ｎｍ）×ΔＸ（ｎｍ）　　　…（１）
　式中、ＦＦＭは微小変位ΔＸを生じた場合の電圧値、ＳFFMはねじれ感度でΔＸ＝１ｎ
ｍのねじれ変位に対する検出器の水平方向の信号差、ΔＸはカンチレバーの微小変位を表
す。
【００２０】
　一方、微小領域の摩擦力Ｆｔ（Ｎ）は下記の数式（２）で表される。
Ｆｔ（Ｎ）＝Ｃｔ（Ｎ／ｍ）×ΔＸ（ｎｍ）×１０-9　　…（２）
　式中、Ｃｔはねじれのバネ定数を表す。
【００２１】
　上記の数式（１）および数式（２）より、ＦＦＭ信号と微小領域の摩擦力Ｆｔ（Ｎ）と
の関係は、下記の数式（３）で示すことができる。
Ｆｔ（Ｎ）＝Ｃｔ（Ｎ／ｍ）／ＳFFM（ｍＶ／ｎｍ）×ＦＦＭ（ｍＶ）×１０-9　…（３
）
【００２２】
　ここで、バネ定数Ｃｔとねじれ感度ＳFFMは、カンチレバーや装置の固有の定数である
ので、微小領域の摩擦力とＦＦＭ信号差とは比例関係が成立していることは明らかである
。したがって、バネ定数、ねじれ感度を正確に見積もり、測定により得られたＦＦＭ信号
を用いることにより、基板とパターンとの間に働く摩擦力を推算することが可能となる。
【００２３】
　本発明のパターンの密着性評価方法は、必ずしも絶対的な精度の摩擦力が必要とされる
わけではなく、測定試料系の相対的な比較を行う場合などでは、摩擦力Ｆｔ（Ｎ）を求め
なくても、ＦＦＭ信号の測定値であるねじれ変位（ボルト表示）を求めることで十分実用
することが可能である。また、たわみ変位を示すＤＩＦ信号の測定値であるたわみ変位（
ボルト表示またはメートル表示）もパターンの密着性評価方法として用いることができ、
さらにはねじれ変位とたわみ変位の両方を用いることもできる。
【００２４】
　図２は、図１に示すカンチレバー１３の探針１４で微細パターン１２を剥離し、基板１
１上を所定の距離スライドさせたときのカンチレバー１３のねじれ変位を計測した結果の
一例を示す図であり、縦軸はねじれ変位（電圧：Ｖ）、横軸は探針１４の走査距離（μｍ
）を表す。図２の曲線１はパターンを基板から剥離し、そのまま基板上をスライドさせた
場合（１回目のスライド）、曲線２は、曲線１のパターンを再度スライドさせた場合（２
回目のスライド）の結果を示している。曲線１のピーク値は、パターンの剥離に要した力
を示す。図２の楕円形の破線内は、パターンを基板上スライドさせた領域であり、このス
ライド領域においては、曲線１と曲線２のねじれ変位はほぼ同じである。なお、パターン
を３回目以上スライドさせても、曲線２とほぼ同じ結果が得られるが、本発明のパターン
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の密着性評価方法では、測定値として選定するスライド時のカンチレバーの変位の値を１
回目のスライド時の値とするか、あるいは２回目のスライド時の値とするかをあらかじめ
定めておけば、測定値間の比較の精度がより高くなり好ましい。
【００２５】
　本発明において、パターンを基板から剥離し、基板上をスライドさせる際の走査方向は
、カンチレバーの長手軸に対して直交する方向、あるいは、カンチレバーの長手軸と平行
する方向に走査することが好ましい。
【００２６】
　本発明において、剥離したパターンをスライドさせる距離は、測定するパターンの寸法
や周辺パターンの有無、パターン密度などにも影響されるが、スライド時にカンチレバー
の変位の値がほぼ一定となる領域が得られればよいので、通常、数１００ｎｍ～数μｍの
範囲をパターンをスライドさせる所定の距離とするのが好ましい。数１００ｎｍ未満では
データの信頼性が劣ることがあり、一方、数μｍを超えると他のパターンが障害になるお
それが高くなるからである。
【００２７】
　上記のように、本発明のパターンの密着性評価方法は、パターンを剥離した後、剥離し
たパターンを基板上スライドさせ、スライド時に剥離したパターンと基板との間に生じる
摩擦力がカンチレバーの変位として現れるのを計測することによりパターンと基板との密
着性を評価するものである。したがって、たとえ剥離時にパターンの残渣が残ってしまう
ような系においても、スライドさせるパターンのサイズさえわかれば、定量的な比較を行
うことが可能である。
【００２８】
　本発明のパターンの密着性評価方法は、評価するパターンとして、有機化合物よりなる
レジストパターンあるいは無機化合物薄膜よりなる微細なマスクパターンなどに適用でき
るが、パターンがレジストのドットパターンあるいはラインパターンのように、従来の測
定法では探針の荷重によりパターン残渣を生じ易いパターンの測定に用いるのにより効果
的である。有機化合物よりなるレジストパターンをせん断するおそれがあるときには、パ
ターンと接する探針先端の接触面積が大きい円柱状やフレアー形の探針などを用いるのが
好ましい。
　以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明する。
【実施例】
【００２９】
（実施例１）
<評価用試料>
　合成石英基板上にクロム（Ｃｒ）のスパッタ膜を成膜してクロムブランクス基板とし、
洗浄後、その上にネガ型電子線レジストを膜厚４００ｎｍで塗布形成し、次に電子線パタ
ーン描画を行い、現像し、一辺が３００ｎｍの正方形ドット状のレジストパターンを複数
形成し、レジストパターンの密着性評価用試料とした。
【００３０】
<パターン密着性の評価>
　パターンの密着性を評価する走査型プローブ顕微鏡として、ＡＦＭ装置Ｌ－ｔｒａｃｅ
（エスアイアイ・ナノテクノロジー（株）製）を用いた。このＡＦＭ装置のカンチレバー
には、円柱状の探針先端部形状を有するシリコン製の探針を用いた。
【００３１】
　次に、ＡＦＭによりレジストパターンの拡大像を観察し、密着性評価を行うレジストパ
ターンの形状像を取得した。
【００３２】
　続いて、上記レジストパターンのエッジから少し離れた位置に探針先端部を移動し、下
記条件により、探針をクロムブランクス基板表面から離して非接触で走査し、クロムブラ
ンクス基板表面に形成されたレジストパターンの側面と探針先端部とを接触させ、探針の
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水平方向の力でレジストパターンを基板から剥離した後、剥離したパターンを所定の距離
まで基板上をスライドさせた。次に、ＡＦＭ観察を行い、剥離、スライド後のレジストパ
ターンの形状像を取得した。
走査距離：２μｍ
走査速度：４００ｎｍ／ｓｅｃ
走査角度（パターン側面に対し）：９０度
探針先端部と基板表面との距離：３０ｎｍ
【００３３】
　図３は、ＡＦＭのカンチレバーの探針でレジストパターンを剥離し基板上をスライドす
る前後の状態を示すＡＦＭで撮影したクロムブランクス上のレジストパターンの平面拡大
写真である。図３（ａ）は、紙面上方向に探針を走査する前のパターンの状態であり、レ
ジストパターン剥離前の状態を示す。図３（ｂ）は、探針を２μｍ走査した後の平面写真
であり、レジストは剥離し元の位置から１μｍ以上基板上をスライドした状態が示されて
いる。
【００３４】
　図４は、図３に示すレジストが剥離する前後のカンチレバーの変位を示す図であり、縦
軸はカンチレバーの変位を力（ｎＮ）として示しており、横軸にカンチレバーの探針の走
査距離（μｍ）を示す。図４において、探針がパターンと接触する前の領域（ａ）におい
てはパターンへの負荷はなく、パターンと接触する領域（ｂ）においてはパターンへの荷
重が急激に大きくなり、ピーク値を経た後、荷重は再び低下し、パターンをスライドさせ
る領域（ｃ）ではパターンへの荷重は約２５０ｎＮでほぼ一定となる。ピーク値（８５０
ｎＮ）が本実施例におけるパターンの剥離荷重となる。スライド領域（ｃ）におけるパタ
ーンへの荷重２５０ｎＮはパターンと基板との摩擦力を示している。本発明の密着性評価
方法を用いることにより、カンチレバーの変位がほぼ一定となるスライド領域（ｃ）にお
いてパターンの密着性を評価することにより、安定した密着性のデータを得ることができ
た。
【００３５】
（実施例２）
<評価用試料>
　実施例１と同様に、クロムブランクス基板を洗浄後、その上にネガ型電子線レジストを
膜厚４００ｎｍで塗布形成し、次に電子線パターン描画を行い、現像し、一辺が３００ｎ
ｍ、４００ｎｍ、５００ｎｍのパターンサイズの異なる３種類の正方形ドット状のレジス
トパターンを複数形成し、レジストパターンの密着性評価用試料とした。
【００３６】
<パターン密着性の評価>
　パターンの密着性を評価する走査型プローブ顕微鏡として、実施例１と同様に、円柱状
の探針先端部形状を有するシリコン製の探針を設けたカンチレバーを備えたＡＦＭ装置Ｌ
－ｔｒａｃｅ（エスアイアイ・ナノテクノロジー（株）製）を用いた。
【００３７】
　次に、ＡＦＭによりレジストパターンの拡大像を観察し、密着性評価を行うレジストパ
ターンの形状像を取得した。
【００３８】
　続いて、上記３種類の各レジストパターンのエッジから約２．５μｍ程度離れた位置に
探針先端部を移動し、下記条件により、探針をクロムブランクス基板表面から離して非接
触で走査し、クロムブランクス基板表面に形成されたレジストパターンの側面と探針先端
部とを接触させ、探針の水平方向の力でレジストパターンを剥離した後、剥離したパター
ンを約１．５μｍ基板上をスライドさせた。次に、ＡＦＭ観察を行い、剥離、スライド後
のレジストパターンの形状像を取得した。
走査距離：４μｍ
走査速度：４００ｎｍ／ｓｅｃ
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走査角度（パターン側面に対し）：９０度
探針先端部と基板表面との距離：３０ｎｍ
【００３９】
　図５は、上記３種類の各レジストパターンをカンチレバーの探針により剥離し、基板上
をスライドさせた場合のカンチレバーの変位を示す図である。図５の縦軸にカンチレバー
変位（ｎＮ）を示し、横軸に走査距離（ｎｍ）を示す。図５では、３００ｎｍ、４００ｎ
ｍ、５００ｎｍのレジストパターンについて、各々のカンチレバーの変位が図示されてい
る。
【００４０】
　図５に示すＦＦＭ信号では、各パターン寸法のレジストパターンの剥離位置と剥離強度
が明確に示されており、スライド領域におけるカンチレバー変位は各レジストパターンの
サイズにほぼ比例した変位の値を示している。上記のように、本発明の密着性評価方法を
用いることにより、カンチレバーの変位がほぼ一定となるパターンのスライド領域におい
てパターンの密着性を評価することにより、安定した密着性のデータを得ることができた
。
【００４１】
　以上、本発明の密着性評価方法を適用するパターンとして半導体やフォトマスクの微細
なレジストパターンを例に説明したが、もとより本発明の密着性評価方法は上記の例に限
定されず、光学素子、ナノインプリント、マイクロマシンなど、微細パターンの密着性の
評価が必要とされる他の分野へも適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明のパターンの密着性評価方法を説明する模式図である。
【図２】カンチレバーの探針で微細パターンを剥離したときのカンチレバーのねじれ変位
を計測した結果である。
【図３】ＡＦＭのカンチレバーの探針でレジストパターンを剥離しスライドする前後の状
態を示すレジストパターンの平面拡大写真である。
【図４】図３に示すレジストが剥離する前後のカンチレバーの変位を示す図である。
【図５】サイズの異なる３種類のレジストパターンをカンチレバーの探針により剥離し、
スライドさせた場合のカンチレバーの変位を示す図である。
【図６】従来のパターンの密着性評価方法（ＤＰＡＴ法）の説明図である。
【図７】従来のパターンの密着性評価方法（ＤＰＡＴ法）を適用したときのレジストパタ
ーンのＡＦＭ平面写真像である。
【符号の説明】
【００４３】
１１、６１　基板
１２、６２　パターン
１３、６３　カンチレバー
１４、６４　探針
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